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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

低消費電力の新規不揮発性メモリの開発に向け、磁化の向きを1ビットの情報に対
応させ、電流で制御する研究が行われている。この研究の一環として、不純物を添
加したフェリ磁性体Mn4N薄膜に注目している。これまでの研究で、Niを微量添加
することで角運動量補償が生じ、補償組成近傍で室温下において磁場を用いない条
件で世界最速の磁壁移動を達成した。しかし、より低電流密度での磁壁移動のため、
材料探索が必要である。磁化補償点の前後で、磁気モーメントの方向が反転するた
め、試料の磁気輸送特性の評価が、補償点の有無を判断する際に有効である。
本研究では、非磁性不純物を添加したMn4N膜をエピタキシャル成長し、その磁気
輸送特性を評価した。

実験
Experimental

SrTiO3(001)基板上に、分子線エピタキシー法により非磁性不純物(Auなど）を添加
したMn4N膜をエピタキシャル成長した。成長後、パターン投影リソグラフィシス
テムを用いて、薄膜をHallバーの形状に加工した。その後、物理特性測定システム
を用いて、試料の面直方向に磁場を印加して、磁気輸送特性を室温で評価した。

結果と考察
Results and Discussion

図1に、Auを添加した試料(Mn4-xAuxN)の室温での磁気輸送特性を示す。Auの組成x
が0.1と0.2の間で、磁気輸送特性の符号が反転している。Mn4Nでは、フェルミ面
の状態密度は、面心サイトに位置するMn原子が主に担うことが分かっている。こ
のため、符号が反転したことは、面心サイトのMn原子の磁気モーメントが反転し
たためと考えられる。今後、X線磁気円二色性測定により、角サイトに位置するMn
原子の磁気モーメントの方向を含めて、詳細に検討する予定である。
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Figures, Tables and
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図1. Mn4-xAuxN薄膜の室温下での磁気輸送特性
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